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OEM:Valvo Transistor AFZ12 Datasheet

NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN
AFZ 12

Diffusionslegierter
GERMANIUM = PNF - HF = THANSISTOR
flilr Vor-, Misch- und Oszillatorstufen bei 200 MHz

Mechanische Datemn;

GehHuse: Metall, JEDEC TO-18,
I8 A 4 nach DIN 41 876, jedoch
mit abweichender AnschluBfelge

Die Abachirmung s ist = 555:025 =
mit dem Metallgehiuse 12‘_5.1‘..-] - max53 =minl27=
verbunden.,
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Kurzdaten:
Kellektor-Sperrspannung =Upg g = ®max. 20V
Kellektor-Emitter-Sperrapannung _UFF y = max, a0 v
Emitter-Sperrspannung -llEB o = max. 0,5 v
Kollektoratrom 'TU = max, 10 mA
Gesamtverlustleistung bei Iy o= 45 9 P*at = max, 50 mW
Sperrschichttemperatur 1 max. 75 °C
Transit-Frequenz
bei <Upp = 6 V, Ip = 1 mA fr . 180 MHAz
Rilekwirkungakapazitit
bei ~Upp = 6 ¥V, Ip = 1 mA, f = 450 kHz =Cjaa = 1 pF
].Flutungu\'l‘rntqlrkung
bei f = 200 MHz Vp x 13 dB
Ranschzahl
bei -FFE = 12 ¥, ’H <= 1 mA, f = 200 MHz Hg = 30 @ F . 6 dB
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OEM:Valvo

AFZ 12

Eollektorstroms:
Basisstrom:
Emitterstrom:

negativer Emitterstrom:
Geaamtverlustleistung:

Sperrschichttemperatur:
Lagerungstemperatur:

WHrmewiderstand:

Transistor AFZ12 Datasheet
NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN
Absolute Gremzwerte:; (glltig bis &j max)
Eollektop-Sperrspannung bei IE = 0 '“EB g = max, 20V
Kollektor-Emitter—Sperrspannung bei +Ugp = 500 mV: Vg y = max. 20V
bei "IC = 10 mA: -HCE = MAX; 10 ¥V
Emitter-Sperrspannung bei Ip, = 0: ~Upg g = max., 0,5 ¥V
_IE = max, 10 mA
—ln = MAX. 1 mA
IE = max, 10 mA
-IE = MAX. 1 mA
Piot = max, 50 mW
SJ = max. 715 °C
bg = min. =85 OC
8g = max, 75 °C
WErmewiderstand zwischen Sperrachicht und Umgebung: R,y ¢ s 0,6 grd/mW
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OEM:Valvo Transistor AFZ12

MICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

Datasheet

Kennwe rte: (bei By = 25 o)

Kollektor-Restatrom
bei _UCB = BV, Ig = 0:

bei 'UCB = 20 V, IE = 0:
Emitter-Heatstrom

bei “UEB - D.ﬁ .'Ir, 1': = 0:
Basisapannung

bei _UCE =6V, IE = 1 mA:

bei 'UCE =2V, IE = 10 mA:
Grofesignal-Eurzachlub-Stromverstirkung

bei _UEE = 6 'll', IE - 1 ma:

bei _L.EE = 2 'l', IE = 10 ma:
KEurzschlulb-Stromverstirkung

bei _EGE =6V, IE =1 mAh, f =1 kHz:
Transit-Frequenz

bei ~Upp = 8 V, Ip = 1 mA:

Rilekwirkungskapazitht

bei _UCE =6 ¥, IE =1 mA, I = 450 kHz:

Rilickwirkungs impedanz
bei Upp = 6V, Ig = 1 mA, f = 2 MAz:

Rauschzahl
bei ~Ueg = 12 v, Ig = 1 mA,

f = 200 MH=z, RF = 30 Q:

Leistungsverstlirkung bei f = 200 MHz:

1] in der umseitig angegebenen MeBachaltung
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OEM:Valvo Transistor AFZ12 Datasheet

NMICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

AFZ 12

Kennwerte, Fortsetzung: (bei 3U = 25 °C)

Basisschaltung, -Upg = 12 ¥, IE = 1 mi

£y = 32,5 mS | ¥128| = 410 s |y21b| = 30 =S Eaap = 220
o o
'hllb = 12,5 mB -¢iop, = 80 Paih = 115 bany = 2,5

Emitterschal tung, FHCE = 12 V, IE = 1 mA:

Eije = 28 mS |y1291 = 500 u8 |3219

MeBaschaltung als HF-Verstlrker, f = 200 MH=z:

By = 10 kR Cy = 1000 pF Cq = loaslD pF Ly = 50 nH
BR = 30 & Cz = 180 pF E_el = 100 pF ].-2 = 50 nH
Cy = 4...40 pF Cg = 180 pF Ly = FXC-Drossel
YE 200 10/3B

R wird so gewHhlt, daB die Parallelschaltung von Schwingkreis
und Widerstand B bei Resonanz einen Lastwiderstand HL = 2 ki ergibt. I}

d4 mS Eanp = 220
o L]
byjje = 16 mS -P12, = 110 921, = 68 bage = 2,5

1] Bei diesem Wert ergibt sich zusasmen mit der inneren Rllckwirkong und gege-—

benem Generatorwiderstand HE eine Anpassung des Eingangs und Ausgangs.
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